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In the conditions of modern technological progress, computer modeling capabilities are 

used to optimize industrial processes. This saves a huge amount of time and money in con-

ducting expensive experiments. In this paper, we studied models of additives of various na-

nopowders to a micron sized matrix. 

 

В условиях современного технологического прогресса для оптимизации про-

мышленных процессов используют возможности компьютерного моделирования. 

В последнее время появляется всё больше исследований, связанных с созданием 

наносистем и наноустройств, благодаря интенсивному развитию различных рас-

четных методов.  Практическое их применение позволяет сэкономить огромное 

количество времени и средств на проведении дорогостоящих экспериментов.   

В нашем случае, виртуальная модель должна объективно показать (предска-

зать) поведение различных компонентов в процессе синтеза керамических образ-

цов. [1] В данной работе изучены модели добавок различных нанопорошков к 

матричному порошку микронных размеров. Во всех случаях основным компо-

нентом выступает диоксид циркония частично стабилизированный оксидом ит-

трия (5%). Использованные нанопорошки, аналогичные по химическому составу, 

различаются методами получения, гранулометрическим составом и внутренней 

структурой. Особого внимания заслуживает размерный порядок нанопорошков в 

соотношении с матричным компонентом. При разнице в размерах в 3 порядка и 

более, в синтезированных образцах могут быть достигнуты особые эффекты, что 

может привести к увеличению прочности , каталитической активности и т.д. 

Именно тут возникают основные технические трудности, связанные с моделиро-

ванием на атомном уровне макрообъектов. [2] Такие сложные системы с боль-

шим количеством атомов требуют огромных вычислительных мощностей. 
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Thin films (In2O3/SiO2)25 were by ion-beam sputtering. The effect of heat treatment on 

the phase composition and thermopower is studied. Increasing of annealing temperature – a 

thermopower was decrease. After annealing, the structure of thin films is preserved up to a 

temperature of 500°C 

 

Пленки на основе оксида индия можно рассматривать в качестве материала 

для электродов термопар, работающих в окислительных или восстановительных 

средах [1]. Однако, вопрос стабильности характеристик такой термопары оста-

ется открытым.   

Многослойные наноструктуры (In2O3/SiO2)25 были получены методом ионно-

лучевого распыления с последовательным осаждением материала оксидных ми-

шеней In2O3 и SiO2. Слой SiO2 осаждался через V - образный экран, а оксид индия 

напылялся без экрана. Таким образом, в полученных образцах состоящих из 25 

бислоев In2O3/SiO2 при одинаковой толщине In2O3 меняется толщина слоя SiO2. 

По результатам рентгеноструктурного анализа установлено, что все образцы 

In2O3/SiO2 имеют рентгеноаморфную структуру. В области малых углов наблю-

даются максимумы на кривых рентгеновской рефлектометрии. Рассчитанные 

значения толщины бислоев сформированых структур составили 6,3 – 7,8 нм.  

Исследование коэффициента термоЭДС проводили при температуре окружа-

ющей среды методом горячего зонда. Термическая обработка образцов в вакуум-

ной камере (остаточное давление Р=5•10-2 Торр), осуществляли последовательно 

по циклу «нагрев-выдержка-охлаждение». время выдержки составляло 30 минут 

в интервале 200 – 600°С. Экспериментальные данные представлены графике.  
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